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【はじめに】p 型半導体表面に Cs 等のアルカリ金属を蒸着すると、負の電子親和力(Negative 

Electron Affnity: NEA)を有する表面が得られ、光照射により真空中に電子を放出できる。そのため、

次世代型電子顕微鏡の電子源等への応用が期待されている。一方で、NEA表面には寿命が短い等

の課題がある。そこで、有機金属気相成長(Metal Organic Chemical Vapor Deposition: MOCVD)装置

と真空一貫で接続された NEA表面作製装置を構築し、清浄基板表面の大気曝露等がフォトカレン

ト特性に与える影響を調べてきた[1, 2]。今回、同装置を用いて可能な限り同条件で p-GaAs, p-GaP, 

p-InP 基板に対してフォトカレント特性を調査した。 

【実験】各基板の清浄表面を得るために MOCVD 装置内で熱処理した後、真空下で基板を NEA

表面作製装置に搬送し、フォトカレントを測定した。フォトカレントは引き出し電圧を 100 Vと

し、Cs 蒸着と共にレーザー照射をおこなうことで測定した。このとき、p-GaAs 及び p-InP には

He-Neレーザー(633 nm)を、p-GaP には半導体レーザー(450 nm)を用いた。 

【結果】フォトカレントの時間変化を図 1に示す。p-GaAsにはピークが見られたものの、いずれ

の場合も時間と共にフォトカレントは増加した。また、p-GaP が一番大きな値を示した。測定開

始後 10分における量子効率と半導体基板の電子親和力との関係を図 2に示す。電子親和力が大き

い半導体ほど、量子効率は低下した。これは、NEA 表面と半導体の間のポテンシャル障壁が厚く

なることで、電子が放出される確率が低くなったことが原因と考えられる。 
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Fig. 1: Time courses of photocurrent for samples 
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Fig. 2: Relationship between electron affinity and 

quantum efficiency of samples
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